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Moderne MOS transistor modell, transient

simulering og enkle utleggsregler
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Introduksjon til utleggsregler

Enkle utleggsregler:
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Enkle MOS kapasitans modeller

Gatekapasitans:
Cg = COXWL Drain 2
d Gate 2
er
X
C:g =C permicronW Source 2
Drain 1
der X
Gate 1
C permicron — Cox L X

Source 1
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Gatekapasitans detaljer

Ubiasert gatekapasitans:
Operasjonsomrade AV:

CO j— COXWL Cgb — CO
Overlappskapasitanser (statiske): _ .
Operasjonsomrade LINEZAR:

CgsO — CgsoIW C — C — &
gs gd 2

ngO — ngoIW : °

Operasjonsomrade METNING:
Gate 2C
Cy ="
Source Drain
CQSO_JF =.:__ng0 ng — O

n’* n* Gatekapasitans:

: C,=Ci+Cy +C =C,
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CoxWL
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Diffusjonskapasitans detaljer

Diffusjonskapasitans source:

C,, = AS-C 4 +PS-C

der:
AS=W-D
PS=2W +2D
v, )
o :Cj£1+5b]
LIIO
¥, =V; In NAIZ\ID
n:

—Msw
Vs
Cjbssw = CJSW [1+ LI”bJ
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ENKLE RC modeller

Motstand | transistor:
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Transmisjonsport:

4
—R
5

a=0 —\\— 0>

Parallelle motstander:

R|| — Rl ” Rz
_ Rl'Rz
R, +R,
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RC forsinkelsesmodeller
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Seriekobling av transistorer:

2 R
Reftektiv = Zk_ k=W
i=1

Parallellkobling av transistorer:

Reffektiv = RHR
R
2
Eksempel NAND3:
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Transisjon fra O til 1:

R :2R
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RC modell

—{ Reffektiv
[\ W
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Hastighetsmetning

Hastigheten til ladningsbeaerere:

IUEIat

V =
1+E

lat

sat

Vs
EIat :_E

Transistormodeller:

|, =0

der:

| =P ﬁ(vgs -V, f Vs L+ AV,

c
2 dsat

Ids — Pc g(vgs _Vt)a(1+ﬂ“vds)

AV

LINEAR Metningsspenning

veTNNG  Vasar = Py (Vgs —Vt)%
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